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요약

본 발명은 TFT를 사용한 액티브매트릭스구동형 액정표시장치에 관한 것으로서, 밝고 고콘트라스트이고 크로스토크

가 적은 표시화면이 얻어지는 액티브매트릭스방식의 액정표시장치를 제공하는 것을 목적으로 하며, 그 구성에 있어

서, 액정층이 채워진 갭에 의해 서로 떨어져서 대향하는 한쌍의 기판과; 쌍의 기판중 어느 한쪽상에 형성되고, 제 1방

향으로 연장하는 복수의 주사신호선과; 복수의 주사신호선상에 형성된 제 1절연막과; 제 1절연막상에 형성되고, 제 1

방향과 직교하는 제 2방향으로 연장하는 복수의 데이터라인과; 제 1절연막상에 형성된 반도체층과, 반도체층상에 형

성된 제 1전극과, 반도체층상에 형성되고 복수의 데이터라인중 어느 하나와 전기적으로 접속된 제 2전극과를 가지고,

제 1 및 제 2전극은, 반도체층상에 서로 떨어져 있고, 이들 사이에 채널길이방향을 형성하도록 복수의 주사신호선중 

어느 하나의 일부분위에서 제 1방향으로 서로 대향하는 단부를 가지는, 박막트랜지스터와; 복수의 데이터라인과 박막

트랜지스터상에 형성된 제 2절연막과; 제 2절연막상에 형성되고, 제 2절연막을 통과하여 형성된 개구에서 제 1전극

에 접속된 화소전극을 구비한 액정표시장치에 있어서, 반도체층은, 상부면에 n형 영역을 가지고, 제 2절연막에 의해 

n형 영역이 분리되도록 제 1 및 제 2전극의 단부사이에 공동이 형성되고, 채널길이방향으로 제 1전극의 다른쪽단부

를 넘어서 연장하는 것을 특징으로 하는 것이다.

대표도
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도 1

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 제 1실시예에 있어서의 TFT기판의 하나의 화소와 그 주변부의 각 층의 평면패턴도

도 2는 도 1의 실시예에 있어서의 선(Ⅱ-Ⅱ)을 따라 취한 단면도

도 3은 도 1의 실시예에 있어서의 선(Ⅲ-Ⅲ)을 따라 취한 단면도로서, 박막트랜지스터기판의 박막트랜지스터, 화소전

극 부분의 단면을 표시한 도면

도 4는 본 발명의 일실시예에 있어서의 게이트단자 GTM과 게이트배선 GL의 접속부 근처를 표시한 평면도

도 5는 본 발명의 일실시예에 있어서의 게이트단자 GTM과 게이트배선 GL의 접속부 근처를 표시한 단면도

도 6은 본 발명의 일실시예에 있어서의 드레인단자 DTM과 데이터배선 DL의 접속부 근처를 표시한 평면도

도 7은 본 발명의 일실시예에 있어서의 드레인단자 DTM과 데이터배선 DL의 접속부 근처를 표시한 단면도

도 8은 본 발명의 일실시예에 있어서의 표시패널의 매트릭스주변부의 구성을 설명하기 위한 평면도

도 9는 본 발명의 제 1실시예에 의한 액정표시장치의 TFT기판 TFTSUB의 제조 방법을 표시한 순서도

도 10은 도 9에 있어서의 공정A에 대응한 액정표시장치의 단면도

도 11은 도 9에 있어서의 공정B에 대응한 액정표시장치의 단면도

도 12는 도 9에 있어서의 공정C에 대응한 액정표시장치의 단면도

도 13은 도 9에 있어서의 공정D에 대응한 액정표시장치의 단면도

도 14는 도 9에 있어서의 공정E에 대응한 액정표시장치의 단면도

도 15는 도 9에 있어서의 공정F에 대응한 액정표시장치의 단면도

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
SUB1, SUB2: 투명유리기판 GL: 게이트라인(주사신호선)

DL: 데이터라인(영상신호선) GI: 게이트절연막

AS: i형 반도체층 dO: n형 반도체층

SD1: 소스전극 ITO1: 투명도전막(화소전극)

ITO2: 공통투명전극 g: 도전막

d1: 제 1도전막 d2: 제 2도전막

TFT: 박막트랜지스터 TFTSUB: TFT기판

OPSUB: 대향기판 PSV, PSV1, PSV2: 보호막

GTM: 게이트단자 DTM: 드레인단자

SKD: 차광전극 Cadd: 유지용량

LC: 액정 BM: 블랙매트릭스

Tg: 게이트단자군 Td: 드레인단자군

SL: 시일패턴 INJ: 시일패턴 미형성부분

ORI2: 배향막 POL1, POL2: 편광판

FIL: 컬러필터 PRES: 포토레지스트

CN: 접촉구멍

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 박막트랜지스터(TFT)를 사용한 액티브매트릭스구동형 액정표시장치에 관한 것이다.

액티브매트릭스구동방식의 액정표시장치는, 매트릭스형상으로 배열된 복수의 화소전극의 각각에 대응해서, 스위칭

소자를 설치한 것이다. 각 화소에 있어서의 액정은 이론적으로 상시구동되므로, 시분할구동방식을 채용하고 있는 단

순매트릭스방식과 비교해서, 액티브매트릭스방식은 콘트라스트가 높고 특히 컬러표시에는 없어서는 안될 기술이 되

고 있다.

종래의 액티브매트릭스방식의 액정표시장치에 사용되는 TFT에 있어서는, 절연투명기판위에 주사신호선(게이트라인

), 그 상부에 게이트절연막, 그 상부에 반도체층, 반도체층위에는 드레인전극(데이터라인) 및 소스전극이 있고, 소스

전극에는 투명한 화소전극이 접속되어 있고, 드레인전극(데이터라인)에는 영상신호전압이 공급되고 있다. 기판상에 
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먼저 게이트전극이 형성되어 있는 TFT구조는 일반적으로 역스태거구조라고 불리고 있다. 이와 같은 TFT로서, 일본

국 특개소 61-161764호 공보가 알려져 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

TFT를 사용한 액정표시장치는, 액티브구동이 가능하기 때문에 콘트라스트가 높다는 특징을 가진다. 그러나, 기판위

에 TFT를 형성하는 공정이 복잡하고, 6회이상의 사진석판공정을 필요로 한다. 그 때문에, TFT기판의 제조코스트가 

높고, 또 공정수가 많기 때문에 먼지 등으로 인해서 수율이 저하하는 문제가 있다.

공정을 간략화하는 방법으로서, 종래기술에서는, 게이트절연막과 반도체층, 드레인전극과 소스전극이 되는 금속막을

형성하고, 이 금속막을 마스크로 해서 반도체층을 가공하고, 그 후, 투명전극을 형성하는 방법이 제안되고 있다. 그러

나, 이 종래기술에서는, 반도체막을 에칭할 때에, 소스전극을 형성하고 있는 금속막의 에칭속도가 반도체막보다 작은 

경우, 소스전극이 차양형상으로 남고, 투명전극이 그 단차로 인해서 단선하기 쉽다는 문제가 남는다. 즉, 제조시의 수

율이 충분히 고려되지 않았다.

그런데, 밝은 화면표시를 실현하기 위해서는, 투명화소전극의 투과부의 면적(이하, 개구율)을 크게할 필요가 있다. 그

러나, 상기 종래기술에서는, 개구율은 향상하였으나, 밝고 고콘트라스트이며 크로스토크가 적은 표시화면을 얻는데 

대해서는 고려되지 않았다.

본 발명의 목적은, 밝고 고콘트라스트이고 크로스토크가 적은 표시화면이 얻어지는 액티브매트릭스방식의 액정표시

장치를 제공하는데 있다.

본 발명의 다른 목적은, 제조공정수가 적은 데다가 제조수율이 높은 액티브 매트릭스방식의 액정표시장치를 제공하

는데 있다.

발명의 구성 및 작용

본 발명은, 상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 일실시예에 의하면, 복수의 주사신호선과 복수의 데이터라인과의

교차부에 배치되는 복수의 투명한 화소전극과, 출력전극이 화소전극의 하나에 접속되고, 제어전극이 주사신호선의 

하나에 접속되고, 입력전극이 데이터라인의 하나에 접속되는 화소전극의 하나와 조합된 복수의 박막트랜지스터를 구

비한 액정표시장치에 있어서, 화소전극과 이것에 인접하는 데이터라인과의 간격을 덮도록 금속막으로 이루어진 차광

부재를 배설하는 동시에, 이 차광부재와 절연층을 개재해서 맞포개지는 데이터라인의 부분의 아래쪽에 반도체층을 

개재시킨다.

본 발명은, 상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 다른 일실시예에 의하면, 복수의 주사신호선과 복수의 데이터라

인과의 교차부에 배치되는 복수의 투명한 화소전극과, 출력전극이 화소전극의 하나에 접속되고, 제어전극이 주사신

호선의 하나에 접속되고, 입력전극이 데이터라인의 하나에 접속되는, 화소전극의 하나와 조합된 복수의 박막트랜지

스터를 구비하고 화소전극과 이것에 인접하는 데이터라인과의 간격을 덮도록 금속막으로 이루어진 차광부재를 배설

하는 동시에, 이 차광부재와 절연층을 개재해서 맞포개지는 데이터라인의 부분의 아래쪽에 반도체층을 개재시킨 액

정표시자치의 제조방법에 있어서 상기 출력전극쪽에 있는 상기 트랜지스터반도체층의 에칭되는 단부가 상기 출력전

극의 단부를 넘어서 연장하도록 상기 트랜지스터반도체층위에 형성된 포토레지스트마스크를 사용해서 상기 복수의 

박막트랜 지스터에 있어서의 상기 출력전극아래쪽의 트랜지스터반도체층을 에칭하는 공정과, 마스크로써 상기 복수

의 데이터라인을 구성하는 금속막을 사용해서 상기 복수의 데이터라인 아래쪽의 상기 반도체층의 단부를 에칭한다.

도 2에 본 실시예의 액티브매트릭스 액정표시장치에 있어서의 매트릭스부(표시부)의 단면구조를 표시한다. 표시패널

은, 투명유리기판 SUB1의 한쪽의 표면에 박막트랜지스터나 화소전극 ITO1, 각종 배선 등을 형성한 TFT기판 TFTS

UB와, 이것과는 별도의 투명유리기판 SUB2의 한쪽의 표면에 공통전극 ITO2나 컬러필터 FIL 등을 형성한 대향기판 

OPSUB와, 양기판을 대향시켜서 그 간격에 충전한 액정층 LC로 구성된다.

화소전극 ITO1과 공통전극 ITO2와의 사이에 화상신호전압을 인가해서 양전극간의 액정층 LC의 전기광학적상태를 

제어하고, 표시패널의 이 부분의 광투과상태를 변화시키고, 소망하는 화상을 표시한다.

액정패널의 대향기판 OPSUB의 바깥쪽 또는 TFT기판 TFTSUB의 바깥쪽에는 백라이트광원이 설치되고, 액정패널

의 화소부를 투과하는 광이 백라이트광원과는 반대쪽으로부터 관찰된다.

또한, 이하에서 설명하는 도면에서는, 동일기능을 가진 부분에 동일부호를 붙인다.

(TFT기판)

도 1은, TFT기판 TFTSUB를 구성하는 각 층의 평면패턴을 표시한 도면이고, 하나의 화소와 그 주변의 영역을 표시

한다. 도 2는 도 1의 절단선(Ⅱ-Ⅱ)을 따라 취한 표시패널의 단면도, 도 3은 도 1의 절단선(Ⅲ-Ⅲ)에 있어서의 단면도

이다.

다음에, 도 1 내지 도 3을 사용해서 TFT기판 TFTSUB의 구조를 상세하게 설명한다. TFT기판의 표면에는 서로 평

행한 복수의 게이트라인(주사신호선 또는 수평신호선) GL과, 게이트라인과 교차하도록 형성된 서로 평행한 복수의 

데이터라인(영상신호선 또는 수직신호선) DL이 설치되어 있다. 인접하는 2개의 게이트라인 GL과, 인접하는 2개의 

데이터라인 DL에 의해서 포위된 영역이 화소영역이 되고, 이 영역에 거의 전체면에 화소영역 ITO1이 형성되어 있다.

스위칭소자로서 박막트랜지스터(도 1의 점선으로 표시한 영역)는 각 화소전극에 대응해서 게이트라인의 볼록형부분(

도 1에서는, 위쪽으로 볼록형인 부분)에 형성되고, 그 소스전극 SD1은 화소전극에 접속된다. 게이트라인 GL에 부여

된 주사전압은 게이트라인의 일부로 구성되는 TFT의 게이트전극에 인가되어 TFT가 ON상태가 되고, 이때 데이터라

인 DL에 공급된 화상신호가 소스전극 SD1을 개재해서 화소전극 ITO1에 기록된다.
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(박막트랜지스터 TFT)

도 3에 표시한 바와 같이, 투명유리기판 SUB1위에는 도전막으로 이루어진 게이트라인 GL이 형성되고, 그위에 후술

하는 바와 같이 절연막, 반도체층 등이 형성되고 박막트랜지스터 TFT가 구성된다. 박막트랜지스터는 게이트라인 GL

에 게이트전압을 인가하면, 소스와 드레인(데이터라인 DL)과의 사이의 채널저항이 작아지고, 게이트전압을 0으로 하

면 채널저항은 커지도록 동작한다. 게이트라인 GL의 일부를 이루는 게이트전극위에 질화실리콘으로 이루어진 게이

트절연막 GI를 형성하고, 그 위에 의도적으로 불순물을 첨가하지 않은 비정질실리콘으로 이루어진 i형 반도 체층 AS 

및 불순물을 첨가한 비정질실리콘으로 이루어진 n형 반도체층 dO를 형성한다. 이 i형 반도체층 AS가 박막트랜지스터

의 능동층을 구성한다. 또, 그 위에 소스전극 SD1, 드레인전극(실시예에서는 데이터라인 DL의 일부가 드레인전극을 

구성한다. 이하 특별히 명기하지 않은 경우, 드레인전극은 데이터라인 DL이라고 부른다)을 형성하고, 박막트랜지스

터로 한다.

게이트절연막 GI로서는, 예를 들면, 플라즈마CVD에 의해서 형성된 질화실리콘막이 선택되고, 2000 내지 5000Å의 

두께로(본 실시예에서는 3500Å정도)형성된다.

i형 반도체층 AS는 500 내지 2500Å의 두께(본 실시예에서는 2000Å정도)로 형성되고, n형 반도체층 dO는, 5000Å

이하의 두께로 얇게 형성되고, i형 반도체층 AS와 오믹콘택트를 형성하기 위하여 형성되고, 인(P)를 도핑한 비정질실

리콘반도체로 형성된다.

소스전극, 드레인전극의 호칭은 본래 그 사이에 인가되는 전압의 극성에 의해서 결정된다. 본 발명의 액정표시장치에

서는, 동작중에 그 극성이 반전하므로 소스전극, 드레인전극이 교체되나, 이하의 설명에서는 편의상 한쪽을 소스전극,

다른쪽을 드레인전극이라고 고정해서 부르기로 한다.

(소스전극)

도 3에 표시한 바와 같이, 소스전극 SD1은 n형 반도체층 dO위에 형성되어 있다. 소스전극 SD1은 두께 600 내지 20

00Å(본 실시예에서는, 1800Å정도)의 크롬(Cr)막으로 형성된다. 이것은 Cr이외의 고융점금속(Ti, Ta, W, Mo)으로 

형성 해도 되고, 이들 금속의 합금으로 형성해도 된다.

상기 소스전극 SD1은 도 1, 도 3에 표시한 바와 같이, 하나의 화소영역의 안쪽에 형성된 i형 반도체층 AS 및 n형 반

도체층 dO 상부에 형성되고, 또한, 적어도, 채널길이방향에 있어서, i형 반도체층 AS의 단부는 소스전극 SD1의 단부

를 넘어서 연장하도록 형성되어 있다. 또, 그 상부에 있는 투명도전막으로 이루어진 화소전극 ITO1은, 보호절연막 P

SV1위에 형성되고, 보호절연막 PSV1에 형성된 개구부 CN(이하, 접촉구멍이라고 부름)을 통해서 소스전극 SD1과 

접속되어 있다.

이와 같은 구조에 의해 투명도전막 ITO1은 그보다 하층의 소스전극 SD1에 의해 형성되는 단차의 부분에서 단선하는

일없이, 그 단차를 양호하게 타고 넘을 수 있다. 이에 대해서는 뒤의 제조방법의 부분에서 더욱 상세하게 설명한다. 

특히, 본 실시예와 같이, 화소전극 IOT1로서 산화인듐주석 ITO(Indium-tin-oxide)를 사용하는 경우에, 이와 같은 효

과가 현저하게 된다. ITO는 결정입자직경이 크기 때문에, 결정입계부분과 결정입자에서 에칭속도가 다르고, 입계의 

부분쪽이 빠르다. 따라서 화소전극 ITO1의 하부의 단면이 양호한 형상으로 가공되어 있지 않으면, 이 하부의 단차에

서 용이하게 단선한다.

그 점에서, 일본국 특개소 61-161764호 공보에 기재한 바와 같이 반도체막위의 금속막을 마스크로 해서 반도체를 

에칭한 경우, 금속막에 비해서 반도체막의 에칭속도가 크므로, 단면구조에 있어서 금속막이 차양형상으로 형성되고, 

이 부분에서 투명도전막이 단선하기 쉽다. 이에 대해서, 본 실시예에서는, 상기한 바와 같이 단차가 경감되고, 이 부분

에서의 ITO의 단선은 매우 발생하기 어렵다.

(화소전극)

화소전극 ITO로 이루어진 투명도전막 ITO1로 형성된다. 이것은 박막트랜지스터의 소스전극 SD1에 접속된다. 투명

도전막 ITO1은 ITO의 스퍼터링막에 의해서 형성되고, 그 두께는 300 내지 3000Å(본 실시예에서는 1400Å정도)이

다.

(게이트라인 GL)

도 2, 도 3에 표시한 바와 같이, 게이트라인 GL은, 단층의 도전막으로 형성되어 있다. 이 도전막은 두께 600 내지 20

00Å(본 실시예에서는, 1800Å정도)의 스퍼터링에 의해서 형성된 크롬(Cr)막이 사용된다. 이것도 소스전극 SD1과 

마찬가지로, 다른 고융점금속 또는 합금이어도 된다.

(데이터라인 DL)

도 2, 도 3에 표시한 바와 같이, 데이터라인 DL은, 상기한 소스전극 SD1과 마찬가지의 도전막으로서, 투명유리기판 

SUB1위의 게이트절연막 GI 및 그 상부에 있는 반도체층 AS, dO위에 형성되고, 그 단면구조에 있어서, 적층구조를 

이루고 있다. 그드의 평면패턴이 거의 동일한 크기가 되는 것은, 뒤의 제조방법에서 표시하는 바와 같이, 이 부분에서

는 상기 i형 반도체층 AS를 데이터라인 DL을 마스크로 해서 가공하기 위한 특징이다. 이들 적층된 구조중 주로 전기

전도에 기여하고, 신호를 전달하는 것은 도전막 DL이다.

(유지용량 Cadd, 기생용량 Cgs)

유지용량 Cadd는 어떤 하나의 TFT가 접속된 게이트라인 GL보다 1주사선분 앞의 게이트라인 GL이, 게이트절연막 

GI 및 보호절연막 PSV1의 적층막을 사이에 두고 그 TFT의 화소전극 ITO1과 맞포개지는 영역의 용량으로 구성된다.

이 유지용량 Cadd는 액정층 LC의 용량중의 전하의 감쇠나 TFT의 OFF일 때의 전압저하를 방지하는 작용이 있다.

기생용량 Cgs는 그 TFT가 접속된 게이트라인 GL이, 게이트절연막 GI 및 보호절연막 PSV1의 적층막을 사이에 두고

, 화소전극 ITO1과 맞포개지는 영역의 용량으로 구성된다. 도 2에 표시한 바와 같이, 게이트라인 GL위에서 인접하는

투명도전막 ITO1은 간격을 두고 배치되어 있다.
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이와 같은 기생용량 Cgs를 형성함으로써, 그 TFT가 접속된 게이트라인 GL과 투명도전막 ITO1을 포개지 않는 종래

구조와 달리, 게이트라인 GL과, 화소전극 ITO1의 간격을 대향기판 OPSUB에 형성되는 블랙매트릭스 BM에 의해 덮

어가릴 필요가 없어지고, 개구율이 향상한다.

(차광막 SKD)

도 1, 도 2에 표시한 바와 같이, 차광막 SKD는, TFT기판 TFTSUB의 투명유리기판 SUB1위에, 게이트라인 GL을 구

성하는 도전막과 동일 재료로 형성된다.

이 차광막 SKD는 층패턴으로 도 1에 표시한 바와 같이 데이터라인 DL을 따라서 화소전극 ITO1과 오버랩하고, 또한,

데이터라인 DL의 아래에서 연장하도록 형성되어 있다. 한편, 단면구조적으로는 도 2에 표시한 바와 같이, 차광막 SK

D는 데이터라인 DL과는, 게이트절연막 GI 및 반도체층 AS, dO에 의해서 절연분리되고 있다. 이 때문에, 차광막 SKD

와 데이터라인 DL이 단락할 가능성은 작다. 또, 화소전극 ITO1과 차광막 SKD는 게이트절연막 GI 및 보호절연막 PS

V1에 의해서 절연분 리되고 있다.

차광막 SKD와 데이터라인 DL과의 사이에 게이트절연막 GI에 부가하여, 개재시키고 있는 반도체층 AS 및 dO는, 차

광막 SKD와 데이터라인 DL에 의해 샌드위치되어 차광되고 있으므로 절연체로서 작용할 뿐만 아니라, 또한 이들 반

도체층의 존재에 의해 차광막 SKD와 데이터라인 DL과의 사이의 거리가 증가함으로써, 차광막 SKD와 데이터라인 D

L과의 사이의 결합정전용량도 감소하고, 차광막 SKD를 경유해서 데이터라인 DL과 화소전극 ITO1과의 사이의 정전

결합이 경감되고, 크로스토크의 감소가 도모된다.

차광막 SKD는 후술하는 바와 같이, 상기 기생용량 Cgs와 마찬가지로, 하나의 화소전극의 투과부의 면적, 즉 개구율

을 향상시키고, 표시패널의 밝기를 향상시키는 기능을 가진다. 도 1에 표시한 표시패널에 있어서, 백라이트광원(도시

생략)은 TFT기판 SUB1의 바깥쪽에 설정되고, 대향기판 OPSUB쪽으로부터 관찰하는 경우를 가정한다. 조사광은 유

리기판 SUB1을 투과하고, 이 유리기판 SUB1의 한쪽의 표면에 스퍼터링에 의해서 형성된 배선라인이 크롬(Cr)이 형

성되고 있지 않은 부분으로부터 액정층 LC에 들어간다. 이 광은 대향기판 OPSUB에 형성된 투명공통전극 ITO2와 T

FT기판 TFTSUB에 형성된 화소전극 ITO1사이에 인가된 전압에 의해서 제어된다.

표시패널이 정규화이트모드로 구성되어 있는 경우에, 본 실시예와 달리 차광막 SKD나 기생용량 Cgs가 형성되어 있

지 않은 경우, 대향기판 OPSUB에 블랙매트릭스 BM을 폭넓게 형성하는 것이 필요하게 되고 이것이 없으면, 데이터

라인 DL 또는 게이트라인 GL과 화소전극 ITO1의 간격으로부터 전압에 의해서 제어할 수 없는 누 출광이 통과하고, 

표시의 콘트라스트비가 저하한다. 또, 대향기판 OPSUB과 TFT기판 TFTSUB는 액정을 사이에 두고 대향하고 있고, 

이들 대향마진을 크게 취할 필요가 있고, TFT기판 TFTSUB위에만 차광을 행하는 본 실시예에 비해서 개구율이 작

아진다.

또, 상기 차광막 SKD 및 게이트라인 GL은, 백라이트광을 일단 반사하고, 이것을 백라이트뒤쪽에 있는 도광판으로 복

귀시키고, 또 이것을 재차 화소의 개구부쪽으로 반사, 투과시키는 작용을 하고, 본 실시예구조는 개구율이상으로 화면

이 밝아진다. 특히, 데이터라인 DL의 하부에 반도체층 AS, dO가 형성된 구조에서는, 반도체층은 광흡수의 작용이 있

기 때문에, 차광층금속 SKD가 데이터라인 DL의 하부반도체층 AS보다 뒤쪽에 형성되어 있지 않은 경우 반사광이 감

소하고, 화면이 어두워진다.

본 실시예에 있어서의 데이터라인 DL하부의 반도체층은 데이터라인 DL을 마스크로 해서 가공하고 있기 때문에, 데

이터라인 DL을 형성하는 도전막은 반도체층 AS의 단차를 횡단하는 일이 없고, 단선불량을 저감하는 효과가 있다. 따

라서, 본 실시예에 있어서의 차광막 SKD와 상기 데이터라인 DL의 조합은, 화면을 밝게하는 효과에 부가하여 새로운 

효과를 초래한다.

또, 본 실시예에서는, 게이트라인 GL 및 차광막 SKD에는, 스퍼터링에 의해서 형성된 크롬(Cr)을 사용했으나, 저반사

의 차광막구조로 하기 때문에, 산화크롬을 기판쪽에 형성한 후, 크롬을 연속스퍼터링에 의해서 형성한 다층막으로 하

는 것도 가능하다.

(보호막)

도 1, 도 3에 표시한 바와 같이, TFT기판 TFTSUB의 박막트랜지스터 TFT를 형성한 쪽의 표면은 소스전극 SD1과 

화소전극 ITO1을 접속하는 접촉구멍 CN 및 후술하는 바와 같이 TFT기판의 주변부에 형성되는 게이트단자부 및 드

레인단자부 등을 제외하고 보호막 PSV1에 의해서 덮인다.

(게이트단자 GTM)

도 4는 TFT기판 TETSUB상의 게이트라인 GL의 종단부 부근으로부터 외부의 구동회로와의 접속부분인 게이트단자

GTM까지의 부분의 평면도, 도 5는 도 4의 절단선(Ⅴ-Ⅴ)에 있어서의 단면도이다.

투명도전막 ITO로 이루어진 게이트단자 GTM은 외부로 노출된다. 게이트단자 GTM의 투명도전막은 화소전극의 투

명도전막 ITO1과 동시에 형성된다. 또 게이트라인 GL보다도 게이트단자 GTM의 쪽이 폭넓은 패턴이 되고 있다. 이

것은 약품, 수분등이 침입하고 Cr으로 이루어진 게이트라인 GL이 부식되는 것을 방지하기 위해서이다. 본 구조에서

는 보호막 PSV1이외에 외부로 노출되고 있는 부분은 투명도전막 ITO1뿐이다. ITO(Indiun-tin-oxide)는 그 이름처

럼 산화물이므로, 부식과 산화반응에는 현저하게 강하고, 따라서, 이 구조는 신뢰성이 높다.

이와 같이, TFT를 사용한 액정표시장치에 있어서는, 게이트단자 GTM을 구성하는 재료로서 ITO를 사용함으로써, 

수율, 신뢰성을 유지할 수 있다.

(드레인단자 DTM)

도 6은 TFT기판의 데이터라인 DL의 종단부 부근으로부터 외부의 구동회로와 의 접속부분인 드레인단자 DTM까지

의 부분의 평면도이고, 도 7은 도 6의 절단선(Ⅶ-Ⅶ)에 있어서의 단면도이다.

드레인단자 DTM은 상기한 게이트단자 GTM의 경우와 동일한 이유에 의해 투명전극 ITO로 형성되어 있다. 드레인

단자 DTM은 데이터라인 DL보다 넓은 패턴으로 형성되어 있다. 또, 드레인단자부는 외부회로와의 접속을 행하기 위
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하여, 보호막 PSV1은 제거되고 있다.

또, 단면구조를 표시하는 도 7에 있어서는, 도 3에 표시한 소스전극 SD1과 마찬가지로, 그 데이터라인 DL단부에 있

어서, i형 반도체층 AS가 데이터라인 DL보다 길게 연장하여 형성되어 있다. 이에 의해, 데이터라인 DL의 단부에 있

어서 드레인단자 DTM이 단선하는 것을 저감하는 구조로 되어 있다.

도 8은 표시패널 PNL주변부의 개략적인 구조를 표시한 평면도이다. TFT기판 TFTSUB(SUB1)의 주변부에서는 각 

게이트라인 GL에 대응해서 복수의 게이트단자 GTM이 나란히 배치되고, 게이트단자군 Tg를 구성한다. 마찬가지로, 

각 데이터라인 DL에 대응해서 복수의 드레인단자 DTM이 나란히 배치되고, 드레인단자군 Td를 구성한다. 또, 도 8의

INJ는 TFT기판 TFTSUB와 대향기판 SUB2를 고정시키는 시일패턴 SL이 형성되어 있지 않은 부분이고, 양 기판의 

고정후, 이 부분 INJ로부터 액정이 봉입된다.

(대향기판 OPSUB)

도 2에 표시한 바와 같이, 투명유리기판 SUB2의 한쪽의 면에는, 적, 녹, 청의 컬러필터 FIL, 보호막 PSV2, 공통투명

전극 ITO2 및 배향막 ORI2가 순차 적층해 서 형성되어 있다. 또 투명유리기판 SUB2의 다른쪽의 면위에는 편광판 P

OL2가 맞대고 있고, 이것과 TFT기판 TFTSUB의 TFT가 형성되어 있지 않은 면에 있는 편광판 POL1에 의해서 투

과광의 검광 및 편광을 한다.

동 도면의 유리기판 SUB2에는 블랙매트릭스차광막 BM은 형성되어 있지 않으나, 실제로는 도 1의 TFT부분 대응위

치에, Cr의 스퍼터링막 또는 Cr산화물과 Cr의 적층 또는, 또 수지재료에 의해서 블랙매트리스차광막이 형성되어 있

다.

(TFT기판 TFTSUB의 제조방법)

다음에, 상기한 액정표시장치의 TFTSUB의 제조방법을 도 9 내지 도 15를 사용해서 설명한다. 도 9는 제조공정의 

흐름을 순서도로 정리한 것이다. (A)로부터 (F)까지의 각 공정에서의 액정표시장치의 단면구조가 도 10 내지 도 15에

표시되어 있다. 여기서, (B)공정(도 11)을 제외한, 단면구조는 각 공정에서 박막을 에칭가공한 직후의 단면구조이고, 

설명상, 각 단면에는 마스크로서 사용한 포토레지스트가 박막위에 박리하지 않고 남아있다. 이들 도면은, TFT기판 T

FTSUB의 박막트랜지스터와 화소전극접속부 부근(도 3의 단면도 참조)의 단면도이다. 또한, 도 9의 (F)의 최종공정

에서의 대응하는 단면구조는 도 3이다. 공정(A),(C), (D),(E),(F)에는 각각 사진석판처리공정이 포함되고 있다. 여기

서, 사진석판처리공정이란, 본 발명에서는 포토레지스트의 도포로부터 마스크를 사용한 선택노광을 거쳐 이것을 현

상할 때까지의 일련의 작업을 표시한 것으로 한다. 도 9로부터 명백한 바와 같이, 본 발명에서는 TFT기판이 5회의 

사진석판처리공정을 거쳐 제조된다.

이하, 각 공정을 차례로 설명한다.

스텝 A(도 10)

투명유리기판 SUB1을 준비하고, 그 한쪽의 표면의 전체면에 Cr막을 스퍼터링에 의해 형성한다. 이 Cr막위에 사진석

판처리(제 1사진석판)에 의해서 소정패턴의 마스크를 포토레지스트 PRES에 의해서 형성한 후, Cr막을 선택적으로 

에칭하고, 소정패턴의 도전막을 얻는다. 이것이 게이트라인 GL이나 차광막 SKD를 구성한다.

스텝 B(도 11)

다음에, 투명유리기판 SUB1의 Cr막위에, 플라즈마CVD장치에 의해 질화Si막 GI, i형 비정질Si막 AS, n형 비정질Si막

dO를 순차 형성한다. 또, 계속해서 스퍼터링법에 의해서 Cr막을 형성하고, 이것이 제 1도전막 d1이다. 여기서, 반도

체층AS, dO를 포토레지스트공정을 개재하지 않고 연속적으로 행하기 때문에, 레지스트에 의해 반도체층의 표면산화

를 저감할 수 있고, n형 반도체층 dO와 도전막 d1의 접촉저항을 저감하고, 박막트랜지스터의 이동도를 향상할 수 있

다.

스텝C(도 12)

사진석판처리(제 2사진석판)에 의해서 소정패턴의 마스크를 포토레지스트 PRES에 의해서 형성한 후, Cr막을 선택적

으로 에칭해서, 소정의 패턴의 도전막 d1을 형성한다. 계속해서, 상기 포토레지스트 PRES를 사용해서, n형 반도체층 

dO를 드라이에칭 제거한다.

이때, Cr막은 습식에칭에 의해서 제거하고, 포토레지스트 PRES단부로부터 Cr막에칭단부는 통상 0.5로부터 1㎛정도

후퇴한다. 또, n형 반도체층 dO는 상기와 같이, 이방성이 간한 건식에칭을 사용하므로, 상기 포토레지스트 PRES단부

로부터의에칭후퇴량은 0.3㎛정도로 작고, 소스전극 SD1의 하부가 에칭되지 않고, 차양형상은 되지 않는다.

스텝 D(도 13)

다음에, 사진석판처리(제 3사진석판)에 의해서 소정패턴의 마스크를 포토레지스트 PRES에 의해서 형성한 후, i형 반

도체층 AS를 게이트절연막 GI위에서 선택적으로 에칭제거한다.

이때의 포토레지스트 PRES 패턴은 소스전극 SD1단부에서는 소스전극보다 폭넓게 해서, 도 13의 원부분A에, 에칭후

의 i형 반도체층 AS가 계단형상을 형성하도록 하고, 나중에 형성되는 투명도전막이 소스전극단부에서 단선하지 않도

록 패턴화하고, 반대로 도 2에 표시한 데이터라인 DL의 대부분은 포토레지스트 PRES는 형성하지 않고 데이터라인 

DL의 도전층 d1을 마스크로 해서 가공한다. 이에 의해, 상기 포토레지스트 PRES를 형성하고 있지 않은 데이터라인 

부근에서는, i형 반도체층 AS가 데이터라인으로부터 비어져나오지 않고, 고정밀도의 가공을 할 수 있고, 개구율의 향

상, 게이트배선의 자연시간 저감에 필요한 게이트용량의 저감이 가능한 효과가 있다.

본 발명자들의 실험결과에서는, i형 반도체층 AS 에칭용 포토레지스트 PRES 패턴을 소스전극 SD1보다 폭넓게 설정

하지 않고, 소스전극의 도전막 d1 자체를 마스크로 해서 에칭한 경우, i형 반도체층 AS의 두께가 n형 반도체층 dO보

다 두껍기 때문에 소스전극 SD1단부보다 하부의 반도체층이 후퇴하고, 이것이 차양형상이 되 었다. 이에 의해, 나중

에 성막되는 화소전극 ITO1이 이 단차부에서 단선하는 비율이 매우 높아졌다.

스텝 E(도 14)



등록특허  10-0393878

- 7 -

다음에, 플라즈마CVD장치에 의해 질화SiN막으로 이루어진 보호절연막 PSV1을 형성한다. 사진석판처리(제 4사진석

판)에 의해서 포토레지스트 PRES의 마스크를 형성한 후, 보호절연막 PSV1을 에칭하고, 접촉구멍 CN이나 배선단자

부의 보호막PSV1을 제거한다.

스텝 F (도 15)

다음에 ITO막으로 이루어진 제 2도전막 d2를 스퍼터링에 의해 형성한다. 사진석판처리(제 5사진석판)에 의해서 포

토레지스트 PRES에 의해서 마스크를 형성한 후, 제 2도전막 d2를 선택적으로 에칭하고, 화소전극 ITO1 등의 패턴을

형성한다.

본 실시예에 의하면, 고개구율이며 밝은 액정표시장치를 실현할 수 있다.

또, 표시패널을 구성하는 TFT기판을 5회의 포토레지스트공정을 포함한 간략한 공정으로 제조할 수 있기 때문에, 염

가의 액정표시장치를 제공할 수 있는 효과가 있다. 또, 단선하기 쉬운 ITO로 이루어진 도전막하부의 단차의 형상을 

양호하게 유지할 수 있고, 제조시의 수율을 향상할 수 있다.

발명의 효과

본 발명은, 차광막 SKD와 데이터라인 DL과의 사이에 게이트절연막 GI에 더하여, 개재하고 있는 반도체층 AS 및 dO

가, 차광막 SKD와 데이터라인 DL에 의해 샌드 위치되어 차광되고 있으므로 절연체로서 작용할 뿐만 아니라, 또한 차

광막 SKD와 데이터라인 DL과의 사이의 거리를 증가시키므로, 차광막 SKD와 데이터라인 DL과의 사이의 결합정전

용량을 감소시키고, 차광막 SKD를 경유해서 데이터라인 DL과 화소전극 ITO1과의 사이의 정전결합이 경감하여, 크

로스토크의 감소를 도모할 수 있고, 개구율이 높고, 밝고 고콘트라스트이며 크로스토크가 적은 표시화면을 얻을 수 

있는 액정표시장치를 제공할 수 있다.

또, 표시패널을 구성하는 TFT기판을 5회의 포토레지스트공정을 포함한 간략한 공정으로 제조할 수 있기 때문에, 염

가의 액정표시장치를 제공할 수 있다.

또, ITO로 이루어진 도전막하부의 단차의 부분에서의 단선이 없고, 제조시의 수율이 높은 액정표시장치를 제공할 수 

있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
액정층이 채워진 갭에 의해 서로 떨어져서 대향하는 한쌍의 기판과;

쌍의 기판중 어느 한쪽상에 형성되고, 제 1방향으로 연장하는 복수의 주사신호선과;

복수의 주사신호선상에 형성된 제 1절연막과;

제 1절연막상에 형성되고, 제 1방향과 직교하는 제 2방향으로 연장하는 복수의 데이터라인과;

제 1절연막상에 형성된 반도체층과, 반도체층상에 형성된 제 1전극과, 반도체층상에 형성되고 복수의 데이터라인중 

어느 하나와 전기적으로 접속된 제 2전극 과를 가지고, 제 1 및 제 2전극은, 반도체층상에 서로 떨어져 있고, 이들 사

이에 채널길이방향을 형성하도록 복수의 주사신호선중 어느 하나의 일부분위에서 제 1방향으로 서로 대향하는 단부

를 가지는, 박막트랜지스터와;

복수의 데이터라인과 박막트랜지스터상에 형성된 제 2절연막과;

제 2절연막상에 형성되고, 제 2절연막을 통과하여 형성된 개구에서 제 1전극에 접속된 화소전극을 구비한 액정표시

장치에 있어서,

반도체층은, 상부면에 n형 영역을 가지고, 제 2절연막에 의해 n형 영역이 분리되도록 제 1 및 제 2전극의 단부사이에 

공동이 형성되고, 채널길이방향으로 제 1전극의 다른쪽단부를 넘어서 연장하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 2.
제 1항에 있어서, 복수의 주사신호선중 어느 하나의 일부분은 복수의 주사신호선중 하나로부터 제 2방향을 따라 돌출

한 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 3.
제 1항에 있어서, 제 2전극은 복수의 데이터라인중 어느 하나의 일부분인 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 4.
제 1항에 있어서, 반도체층은 n형 영역아래에 놓여있는 의도적인 불순물이 없는 영역의 상부를 분리하도록 공동이 형

성되고, 의도적인 불순물이 없는 영역의 상부는 제 2절연막에 의해 분리된 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 5.
제 1항에 있어서, 반도체층은 복수의 데이터라인중 어느 하나 아래에서 제 2방향을 따라 연장하는 것을 특징으로 하

는 액정표시장치.

청구항 6.
액정층이 채워진 갭을 가지고 서로 겹쳐지는 한쌍의 기판과;

쌍의 기판중 어느 한쪽상에 형성되고, 제 1방향으로 연장하는 복수의 주사신호선과;

복수의 주사신호선상에 형성된 제 1절연막과;

제 1절연막상에 형성되고, 제 1방향과 직교하는 제 2방향으로 연장하는 복수의 데이터라인과;
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쌍의 복수의 주사신호선과 쌍의 복수의 데이터라인에 의해 둘러싸인 영역내에 형성되고, 제 1절연막상에 형성된 반

도체층과 반도체층상에 형성된 제 1전극을 가지는 박막트랜지스터를 각각 가지고, 제 1전극은 쌍의 복수의 주사신호

선중 어느 한쪽위에서 제 1방향으로 쌍의 복수의 데이터라인중 어느 한쪽부분과 대향하는 단부를 가지고, 쌍의 복수

의 데이터라인중 어느 한쪽부분은 반도체층상에 놓여있는, 복수의 화소와;

복수의 데이터라인과 박막트랜지스터상에 형성된 제 2절연막과;

제 2절연막상에 형성되고, 각각은, 화소전극중 어느 하나에 각각 속하고, 제 2절연막을 통과하여 형성된 개구에서 화

소중 어느 하나의 제 1전극에 접속된 복수의 화소전극을 구비한 액정표시장치에 있어서,

각 화소의 반도체층은, 상부면에 n형 영역을 가지고, 제 2절연막에 의해 n형 영역이 분리되도록 제 1전극의 단부와 

쌍의 복수의 데이터라인중 어느 한쪽부분과의 사이에 공동이 형성되고, 제 1방향으로 제 1전극의 다른쪽 단부를 넘어

서 연장하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 7.
제 6항에 있어서, 복수의 화소중 어느 하나의 쌍의 복수의 주사신호선중 어느 한쪽은, 복수의 화소중 어느 하나에 인

접하는 복수의 화소중 다른 하나의 화소전극과 중첩하고, 쌍의 복수의 주사신호선중 어느 한쪽과 복수의 화소중 다른

하나의 화소전극은, 제 1절연층과 제 2절연층으로 이루어진 영역에 의해 분리된 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 8.
제 7항에 있어서, 제 1절연층과 제 2절연층의 양자는 질화실리콘으로 형성된 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 9.
제 8항에 있어서, 복수의 주사신호선은 크롬을 함유한 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 10.
제 6항에 있어서,

복수의 화소는 쌍의 기판중 어느 한쪽상에 표시영역을 형성하도록 배치되고,

복수의 주사신호선은 표시영역으로부터 쌍의 기판중 어느 한쪽의 주변부로 연장하고,

각각의 복수의 주사신호선은, 제 1절연층과 제 2절연층의 양자를 통과하여 형성된 제 2개구에서 한쌍의 기판중 어느 

한쪽의 주변부에 있는 산화인듐주석막에 접속되고,

산화인듐주석막은, 제 2절연막상에 형성되고, 대응하는 주사신호선과 접촉하도록 제 2개구내로 연장한 것을 특징으

로 하는 액정표시장치.

청구항 11.
제 10항에 있어서, 복수의 주사신호선은 크롬을 함유한 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 12.
제 10항에 있어서, 복수의 주사신호선은 내화성금속 또는 이것의 합금을 함유한 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 13.
제 6항에 있어서, 복수의 데이터라인은 크롬으로 형성된 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 14.
제 6항에 있어서, 복수의 주사신호선은 내화성금속 또는 이것의 합금을 함유한 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
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